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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Flussigkristailanzeige und Herstellungsverfahren dafur 

© EIne Dunnschichttransistoranordnung fur eine Flussigkri- 
stallanzeigeanordnung umfafit ein Substrat; einen auf dem 
Substrat angeordneten Transistor mit einer Gate-Flache. 
einer Source-Flache, einer Drain-FIache, einer Halbleiter- 
schicht und einer Gate-lsolierschicht; und eine uber dem 
DGnnschichttransistor angeordnete Schutzschicht, die we- 
nigstens ein Material aus folgender Gruppe aufweist: fluo- 
riertes Pofyimid, Teflon, Cytop, Fluorpoiyarylether, fluorier- 
tes Paraxylol, PFCB und BCB. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine FlQssigkristallanzeige (LCD: liquid crysta l disp lay) und ein Herstel- 
lungsverfahren dafur, und insbesondere cine LCD, die einen Dunnschichttransistor (TFT: thin film transistor) 
5 aufweist, sowie ein Herstellungsverfahren dafur. 

Unter verschiedenen Anzeigeeinrichtungen zum Anzeigen von Bfldinf orraationen wurde in jungerer Zeit eine 
flache Anzeigeanordnung aufgrund ihrer Vortefle, wie geringes Gewicht und Tragbarkeit, entwickelt Neben 
anderen Gebieten ist die Entwicklung von LCDs eines der aktivsten Forschungsfelder. Dies liegt daran, daB 
LCDs qualitativ hochwertige Bilder, eine hohe Auflosung und eine hohe Ansprechgeschwindigkeit bieten 
io kdnnen, die zum Anzeigen bewegter Bilder erforderlicfa ist 

Das Prinzip einer LCD beruht auf der optischen PoIaritSt und Anisotropie von Flussigkristallen. Die Trans- 
mission von Licht wird gesteuert, indem den Flussigkristallmolekalen eine optische Anisotropie verliehen wird 
und die FlussigkristaUmolekule unter Ausnutzung ihrer polaren Eigenschaften in verschiedene Richtungen 
ausgerichtet werden. Eine LCD-Anordnung besteht aus zwei durch einen bestimmten Abstand voneinander 
15 getrennten transparenten Substraten. In den Raum zwischen den Substraten ist ein Hussigkristallmateriai 
eingespritzt, und auf den Substraten sind verschied ene E lemente zum Ansteuern des Flussigkris talis ausgebildet 
Im allgemeinen sind auf einem der Substrate (dem TFT-Substrat) Dunnschichtelemente, wie z. B. Dunnschicht- 
transistoren, hergesteOt Deshalb hangt die Leistung einer LCD-Anordnung mafigeblich von dem Herstellungs- 
verfahren und der Struktur solcher Dunnschichtelemente ab. Ferner zeigt eine vor kurzem auf den Markt 
gebrachte LCD-Anordnung mit aktiver Matrix (AMLCD: active matrix liquid crystal display) verschiedene 
Leistungsschwankungen, je nach Herstellungsverfahren und Aufbau des Dunnschichttransistors und anderer 
zugehoriger Elemente. Die Einzelheiten einer herkommlichen AMLCD- Anordnung werden nachstehend be- 
schrieben. 

Zuerst wird unter Bezugnahme auf Fig. 1 der Aufbau einer herkommlichen AMLCD-Anordnung besprochen. 
Rechteckige Pixel, die jeweils einen Bildinformationspunkt darstellen, sind so angeordnet, daB sie eine Matrix 
bflden. Gate-Busleitungen 15 und Sigiial-Busleitungen 25 sind in Spalten und Zeilen angeordnet, welche die 
Matrix bilden. An den Kreuzungssteuen zwischen den Gate-Busleitungen und den Signal-Busleitungen ist 
jeweils ein Schaltelement ausgebildet. Im allg emeinen wird als Schaltelement ein Dunnschichttransistor (TFT) 
verwendet Die Source-Elektrode 23 des TFT ist mit der S ignal-Busleitung 25 (Source-Busleitung oder Daten- 
Buslemmg) verbunden, und die Gate-EIektrode 13 des TFT ist mit der Gate-Busleitung 15 verbunden. An jedem 
Bildpunkt sind eine Pixel-Elektrode 31 und eine gemeinsame Qektrode ausgebildet, urn an den FlOssigkristall ein 
elektrisches Feld anlegen zu kdnnen. Die Pixel-Elektrode 31 ist an der Drain-Elektrode 27 des TFT angeschlos- 
sen. Sobald daher der TFT durch Anlegen geeigneter Spannungen an die Gate-Busleitung und an die Signal-Bus- 
Ieitung eingeschaltet wird, wird die Signalspannung an die Pixel-Elektrode 31 angelegt Diese Spannung erzeugt 
ein elektrisches Feld zwischen der Pixel-Elektrode und der gemeinsamen Elektrode. Dann zwingt das elektrische 
Feld die Flussigkristallmolekule, sich in einer bestimmten, von der Feldrichtung abhangigen Richtung auszurich- 
ten. Deshalb kann die Lichttransmission durch eine willkuriiche Steuerung der Ausrichtung der Flussigkristall- 
molekule gesteuert werden. Diese Eigenschaft eines Flussigkristalls wird zur Anzeige von Bildinformationen 
genutzt 

Als zweites wird nachstehend ein herkdmmliches Verfahren zur Herstellung einer AMLCD-Anordnung 
erlautert Zwei transparente Substrate werden zum Bau einer LCD-Anordnung hergerichtet Im allgemeinen 
werden die Substrate aus Nicht-Alkali-Glas oder Soda-Glas hergestellt Auf die beiden Substrate werden 
unterschiedliche Arbeitsgange angewandt Auf dem ersten Substrat (obere Platte) werden eine Farbfilterschicht, 
eine schwarze Matrix, gemeinsame Elektroden so wie Busleitungen ausgebildet Auf dem zweiten Substrat 
(untere Platte) werden Schaltelemente, z. & Dunnschichttransistoren, Pixel-Elektroden sowie Busleitungen aus- 
gebildet 

Die Erfindung betrifft insbesondere ein zweites Substrat einer AMLCD-Anordnung, die auf dem Dunn- 
schichttransistoren gebildet wird. Deshalb werden im folgenden hauptsachlich herkdmmliche Herstellungsver- 
fahren fur das zweite Substrat beschrieben. 

Es gibt verschiedene AMLCD- Anordnungen, je nach Herstellungsverfahren und Aufbau. Die AMLCD- An- 
ordnungen kdnnen nach dem Aufbau eines Dunnschichttransistors klassifbdert werden. Typische Aufbauf ormen 
von punnschichttransistoren fQr eine LCD-Anordnung sind aus den Fig. 2A bis 5G ersichtlich. 

Die Fig, 2A bis 2F zeigen als Schnhte, entlang de r in Fig. 1 eingetragenen Unie I-I, einen umgedreht 
geschichteten Dunnschichttransistor (inverse staggered TFT), der amorphes Silizium (a-Si) als Halbleiterschicht 
55 verwendet Die Herstellung dieses Dunnschichttransistors erf olgt in der nachstehend beschriebenen Weise, Eine 
erste Metallschicht, z. B. aus Ti, Cr, Ta, Al, Ti-Mo, Mo-Ta oder Al-Ta, wird (in einer Starke von 1000 bis 2000 A) 
auf einem Glassubstrat 11 aufgebracht Das Metall wird selektiv abgeatzt, urn eine Gate-Busleitung 15 und eine 
Gate-EIektrode 13 zu bilden (Fig. 2A% wonach auf der gesamten Oberflache eine Schicht aus Siliziumnitrid 
(SiNx) aufgebracht wird, um eine Gate-Isolierschicht 17 zu bilden (Kg. 2B). Eine dunne Schicht aus amorphem 
60 Halblehermaterial, z. B. a-Si, und eine dunne Schicht aus dotiertem amorphen Halbleitermaterial, z. B. n + -do- 
tiertem a-Si, werden nacheinander (in einer Starke von 1500 bis 2000 A bzw. 300 bis 500 A) auf der Gate-Isolier- 
schicht 17 aufgebracht Sie werden selektiv abgeatzt, um eine Halbleiterschicht 19 und eine dotierte Halbleiter- 
schicht 21 zu bilden, wie aus Fig. 2B ersichtlich. Danach wird eine zweite Metallschicht, z. B. aus Cr, Mo, Ti oder 
Cr— Al (in einer Starke von 1000 bis 2000 A) aufgebracht und selektiv abgeatzt, um eine Signal-Busleitung 25, 
65 eine Source- Elektrode 23 und eine Drain-Elektrode 27 zu bilden. Der zutage liegende Teil der dotierten 
Halbleiterschicht 21 wird entfemt, indem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode als Masken genutzt 
werden. Hierbei ergibt die dotierte Halbleiterschicht 21 einen ohmschen Kontakt zur Source-Elektrode 23 und 
zur Drain-Elektrode 27 (Fig. 2C). Als nachstes wird Siliziumnitrid (SiNJ aufgebracht, um eine Schutzschicht 29 
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zu bilden, die den unter der Schicht befindlichen TFT schQtzt und eine elektrische Isolierung des TFT gegenuber 
dem FIQssigkristall herstelh. Dann wird in der Schutzschicht 29 fiber der Drain-Elektrode 27 ein Verbindungs- 
Ioch gebildet urn die Drain-Elektrode 27 mit einer Pixel-Hektrode zu verbinden, wie aus Fig, 2D ersichtiich. 
Indium-Zinn-Oxid (TTO: indium tin oxide), leitendes Metall, wird in einer Starke von 500 bis 1000 A aufgebracht 
und selektiv abgeatzt urn eine Pixel-Elektrode 31 zu bilden, wie in Fig. 2E gezeigt Damit ist die Herstellung des 5 
umgedreht geschichteten Dunnschichttransistors abgeschlossen. 

Hierbei kann eine Siliziuninitridschicfat als Atzstopper 35 zwischen der Halbleiterschicht 19 und der dotierten 
Halbleiterschicht 21 im Bereich aber der Gate-Elektrode 13 gebildet werden, urn einer zu starken Abatzung der 
Halbleiterschicht 19 vorzubeugen, wenn die dotierte Halbleiterschicht 21 entfernt wird, die sich zwischen der 
Source-EIektrode 23 und der Drain-Elektrode 27 befindet, wie aus Fig. 2F ersichtiich. io 

Die Fig. 3A bis 3D zeigen einen geschichteten TFT, bei dem als Halbleiterschicht amorphes Silizium (a-Si) 
verwendet wird Der Schichtaufbau ist invers zum vorstehend beschriebenen, umgedreht geschichteten Dunn- 
schichttransistor und wird in der nachstehend beschriebenen Weise hergestellt Ein erstes Metall und ein 
dotiertes Halbieitermaterial werden nacheinander auf einem Glassubstrat 11 aufgebracht Sie werden zusam- 
men selektiv abgeatzt um eine Signal-Busleitung 25, eine Source-EIektrode 23, eine Drain-Elektrode 27 und auf is 
diesen eine dotierte Halbleiterschicht 21 zu bilden, wie aus Fig. 3 A ersichtiich. 

Dann werden amorphes Siliziummaterial, ein Isolierstoff, z. B. SiN x oder SiO* und ein zwehes Metall nachein- 
ander auf dem ganzen Substrat einschlieBUch der dotierten Halbleiterschicht aufgebracht und miteinander 
selektiv abgeatzt um eine Halbleiterschicht 19, eine Gate-Isolierschicht 17, eine (in den Zeichnungen nicht 
dargestellte) Gate-Busleitung bzw. eine Gate-Elektrode 13 zu bilden. Der zutage Gegende Teil der dotierten 20 
Halbleiterschicht 21 wird dann entfernt, wie in Fig. 3B gezeigt Hierbei ergibt die dotierte Halbleiterschicht 21 
einen ohmschen Kontakt zur Source-EIektrode 23 und zur Drain-Elektrode 27. Als nachstes wird auf der 
gesamten Oberflache eine Schutzschicht 29 gebildet (Fig. 3C). Em Verbindungsloch wird in der Schutzschicht 29 
fiber der Drain-Elektrode 27 gebildet Schhefilich wird eine Pixel-Elektrode 31 gebildet und durch das Verbin- 
dungsloch an die Drain-Elektrode 27 angeschlossen (Fig. 3D). Damit ist die Herstellung des geschichteten TFT 25 
abgeschlossen. 

Die Fig. 4A bis 4D zeigen einen koplanaren Dunnschichttransistor, bei dem als Halbleiterschicht polykristalii- 
nes, eigenleitfahiges Siliziumhalbleitermaterial (poly-Si) verwendet wird Die Herstellung eines koplanaren 
Dunnschichttransistors erfolgt in der nachstehend beschriebenen Weise. Ein polykristallines Halbieitermaterial, 
wie poly-Si, und ein dotiertes polykristallines Halbieitermaterial werden nacheinander auf einem transparenten 30 
Glassubstrat 11 aufgebracht und selektiv abgeatzt um eine Halbleiterschicht 19 und eine dotierte Halbleiter- 
schicht 21 zu bilden, wie aus Fig. 4A ersichtiich. Dann wird ein erstes Metall, z. B. Al oder eine Al-Legierung, 
aufgebracht und selektiv abgeatzt um eine Signal-Busleitung 25, eine Source-EIektrode 23 und eine Drain-Elek- 
trode 27 zu bilden. AnschlieBend wird der zwischen Source- und Drain-Elektrode zutage liegende Teil der 
dotierten Halbleiterschicht 21 entfernt (Fig. 4B> Hierbei ergibt die dotierte Halbleiterschicht 21 einen ohmschen 35 
Kontakt zur Source- und zur Drain-Elektrode. Als nachstes wird SOiziumoxid (S1O2) aufgebracht und selektiv 
abgeatzt um eine Gate-Isolierschicht 17 zu bilden. AnschlieBend wird eine zweite MetaBschicht z. B. aus Cr, 
aufgebracht und selektiv abgeatzt um eine (in den Zeichnungen nicht dargestellte) Gate-Busleitung und eine 
Gate-Elektrode 13 zu bilden. Dann wird Siliziumoxid (S1O2) aufgebracht um eine Schutzschicht 29 zu bilden, wie 
aus Fig. 4C ersichtiich. Ein Verbindungsloch wird in der Schutzschicht 29 Ober der Drain-Elektrode 27 gebildet 40 
SchlieBlich wird durch Aufbringen und seiektives Abatzen von ITO eine Pixel-Elektrode 31 gebildet und durch 
das Verbindungsloch mit der Drain-Elektrode 27 verbunden (Fig. 4D). Damit ist die Herstellung des koplanaren 
Dunnschichttransistors abgeschlossen. 

Die Fig. 5A bis 5G zeigen einen selbst-ausgerichteten Dunnschichttransistor. Dessen Herstellung erfolgt in 
der nachstehend beschriebenen Weise. Eine Halbleiterschicht 19 wird auf einem transparenten Substrat 11 45 
gebildet indem ein polykristallines eigenleitfahiges Halbieitermaterial aufgebracht und selektiv abgeatzt wird. 
Es gibt drei bekannte Grundverf ahren zur Bildung einer polykristallinen Halbleiterschicht Erstens kann polykri- 
stallines Silizium gebildet werden, indem amorphes Silizium aufgebracht und mit Laseiiicht behandelt wird. 
Zweitens kann polykristallines Silizium gebildet werden, indem amorphes Silizium aufgebracht und thermisch 
behandelt wird. Drittens kann polykristallines Siliziummaterial direkt aufgebracht werden. Nach Bildung der 50 
Halbleiterschicht 19 werden nacheinander Siliziumoxid und ein erstes Metall aufgebracht und selektiv abgeatzt 
um eine Gate-Isolierschicht 17, eine Gate-Elektrode 13 und eine (in den Zeichnungen nicht dargestellte) Gate- 
Busleitung zu bilden, wie in Fig. 5B gezeigt Zu dieser Zeh soQten die Gate-Elektrode 13 und die Gate-Isolier- 
schicht 17 im wesendichen in der Mitte der Halbleiterschicht 19 ausgebOdet sein. Wie in Fig. 5C gezeigt wird der 
Randbereich der Halbleiterschicht 19 in eine erste dotierte Halbleiterschicht 21 umgewandelt indem Verunrei- 55 
nigungs-Ionen in die Halbleiterschicht 19 eingebracht werden, wobei die Gate-Elektrode 13 als Maske verwen- 
det wird (Dotierungskonzentration 10 14 bis 10 15 cm" 3 ). Dann wird eine lichtundurchlassige Schicht aufgebracht 
die einen an die Gate-Isolierschicht 17 angrenzenden Teil der ersten dotierten Halbleiterschicht 21 bedeckt 
AnschlieBend wird, wie aus Fig. 5D ersichtiich, eine zweite dotierte Halbleiterschicht 21' gebUdet indem 
Verunremigungs-Ionen (Dotierungskonzentration I0 ,6 bis lO^cm** 3 ) in den Teil der ersten dotierten Halbleiter- 60 
schicht eingebracht werden, der nicht von der tichtundurchlassigen Schicht bedeckt ist Die erste dotierte 
Halbleiterschicht 21 ist ein gering dotierter Drain- Abschnitt (LDD: lightly-doped drain), in dem die Verunreini- 
gungs-Ionen in geringerer Konzentration als in der zweiten dotierten Halbleiterschicht 21 ' vorliegen. 

Hierbei kann der unter Bezugnahme auf Fig. 5C beschriebene Schritt zur Einbringung von Verunreinigungen 
ausgelassen werden. In diesem Fall wird eine lichtundurchlassige Schicht aufgebracht die einen an die Gate-Iso- 65 
lierschicht 17 angrenzenden Teil der Halbleiterschicht 19 bedeckt und eine dotierte Halbleiterschicht 21' wird 
gebildet indem in den Teil der Halbleiterschicht 19, der nicht von der Uchtundurchlassigen Schicht bedeckt ist 
Verunreinigungs-Ionen (in einer Konzentration von 10 16 bis 10 18 cm -3 ) eingebracht werden. Der von der 
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lichtundurchiassigen Schicht bedeckte Teil wird zu einem Versatzstfick ohne implantierte Ionen. 

Als nachstes wird eine erste Schutzschicht 29 gebildet indem auf der gesamten Oberflache Siliziumoxid 
aufgebracht wird, wie aus Fig. 5E ersichtlich. In der Schutzschicht 29 werden oberhalb der dotierten Halbleiter- 
schicht 21' zu beiden Seiten der Gate-Elektrode 13 erste Verbindungslocher gebildet Eine zweite Metallschicht 
wird aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Signal-Busleitung 25, eine Source-EIektrode 23 und eine 
Drain-Elektrode 27 zu bilden, die durch die Verbindungslocher mit der dotierten Halbleiterschicht 2V verbun- 
den sind. Dann wird ITO aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Pbcel-Elektrode 31 zu bflden, die mit der 
Drain-Elektrode 27 verbunden ist wie aus Fig. 5F ersichtlich. Alternativ kann nach der Aufbringung und 
selektiven Abatzung des zweiten Metalls eine zweite Schutzschicht 33, welche die Source- und die Drain-Elek- 
trode bedeckt, auf der gesamten Oberflache aufgebracht werden, und dann kdnnen ein zweites Verbindungsloch 
oberhalb der Drain-Elektrode 27 und die mit der Drain-Elektrode 27 durch das zweite Verbindungsloch verbun- 
dene Pocel-Elektrode gebildet werden (Fig. 5G). 

Den vorstehend beschriebenen herkdmmlichen AMLCD-Anordnungen haften folgende Mangel an. Erstens 
kommt es infolge der Mehrschichtstruktur des Dunnschichttransistors und der Busleitungen zur Ausbildung 
einerstufigen Oberflache, wie in Fig. 6 gezeigt Aus Fig. 6 ist die Struktur ersichtlich, bei der die Gate-Isolier- 
schicht 17 auf der Gate-Busleitung 15 aufgebracht ist und die Signal-Busleitung 25 so ausgebQdet ist, dafi sie die 
Gate-Busleitung kreuzt Somit kann es an der Kreuzungsstelle zwischen der Signal-Busleitung und der Gate- 
Busleitung zu eine Leitungsunterbrechung oder zu einem KurzschluB kommen. Zweitens entsteht eine hohe 
parasitare Kapazitat wenn eine Pbcel-Elektrode eine der Busleitungen uberlappt, da eine anorganische Schicht, 
wie SiNx oder SiO* eine vergleichsweise hohe Dielektrizitatskonstante besitzt Deshalb wird eine Pbcel-Elektro- 
de gebildet die einen vorgegebenen Zwischenraum zwischen der Pixel-EIektrode und den Busleitungen auf- 
weist wie aus Fig. I ersichtlich. Da das in diesem Fall durch den Zwischenraum tretende Streulicht unerwunscht 
ist wird erne schwarze Matrix, die das Streulicht blockiert, gebildet urn den Zwischenraum zwischen der 
Busleitung und der Pbcel-Elektrode zu bedecken. Dieser Aufbau hat jedoch ein unzureichendes Ofrnungsverhilt- 
qis. onttens mt n.rh a nfK™m^cr a - — —u:^ f ^ den piussigkristall ein Reibeverfahren erforder- 
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tung festlegt Das Reibeverfahren funktioniert jedoch auf einer Oberflache, die erhebliche Stufen aufweist nicht 
nchug, und es kommt zu einer Zonenbildung, die zu einer anderen als der beabsichtigten Ausrichtung fuhrt, was 
die Qualitat der LCD- Anordnung mindert 

Die beste oder zumindest eine gute Losung dieser Probleme besteht darin, das infolge des Mehrschichtauf- 
baus gestufte Profil zu glatten. Dieser Zweck wird erfullt indem fur eine Gate-IsoUerschicht und/oder eine 
Schutzschicht ein Material verwendet wird, das eine hochgradig glattende Wirkung hat Beispiele fur ein solches 
Material mit der gewQnschten hohen Glattungsfahigkeit finden sich in den iapanischen Patenten 4-163528 
83-289965, 4-6S318 und 63-279228. 

Patente verwenden als Schutzschicht Polyimkl oder Acrylharz, urn fiber den Bereich des TFT eine glatte 
Oberflache zu erzielen. Da jedoch die Haf twirkung zwischen den Harzen und dem ITO (Pbcel-Elektrode) gering 
^ ^f s erforder,ich » v <> r der Aufbringung des ITO eine dttnne Zwischenschicht aus einem anorganischen Stoff 
zu bilden, urn zu verhindern, daB sich die ITO-Schicht wahrend des Atzvorgangs abldst Daruber hinaus ist die 
obere Verarbeitungstemperatur fur diese Materialien, die im Bereich von 350 bis 400° C liegt fur eine Schutz- 
schicht ernes TFT zu hoch. Im allgem einen kdnnen die Kennwerte des TFT durch die Temperatur beeintrachtigt 
werden, wenn die Verarbeitungstemperatur fur die IsoUerschicht oder die Schutzschicht fiber 250°C liegt 
Ferner betragt die Dielektrizitatskonstante von Polyimid 3,4 bis 3A ahnlich jener von SiN & die 3J5 betragt 
Deshalb kann die parasitare Kapazitat nicht hinreichend gesenkt werden. 

Es ist offensichtUch, daB das mit der gestuften Oberflache verbundene Problem durch Verwendung eines 
Materials geldst werden kann, das eine glatte Oberflache besitzt wenn es als Schutz- oder IsoUerschicht 
verwendet wird. Jedoch ist die Auswahl eines solchen Materials schwierig, wenn man verschiedene Einsatz- und 
Umgebungsbedingungen einer LCD- Anordnung in Betracht zieht Die folgenden Bedingungen sollten ffir ein als 
Isolier- oder Schutzschicht verwendetes Material erfullt sein. 

Erstens sollte das Material, wenn es zur elektrischen Isolierung, z. R zur Isolierung der Gate-EIektrode, 
emgesetzt wird, eine niedrige Dielektrizitatskonstante haben, urn durch parasitare Kapazitaten bedingte Fehler 
un Betrieb des Dunnschichttransistors zu vermeiden. Die Dielektrizitatskonstanten von SiN* und Si02 ffir 
herkdmmlichen Einsatz Uegen bei etwa 7 bzw. 4. Zweitens sollte das Material hervorragende Isolationseigen- 
schaften haben, also einen hohen Eigenleitwiderstand. Drittens sollte das Material, wenn es als Schutzschicht 
emgesetzt wird, eine gute Haftung gegenuber dem ITO besitzen, das auf der Schutzschicht aufgebracht wird urn 

eine Pbcel-Elektrode zu bilden. 

Dementsprechend ist die Erfindung auf erne FlQssigkristallanzeigeanordnung und ein Herstellungsverfahren 
zu daffir gerichte t die eines oder mehrere der Probleme ausraumt die durch Beschrankungen und Nachtefle des 
Standes der Technik bedingt sind. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer LCD- Anordnung mit einem 
Dunnschichttransistor-Substrat dessen Oberflache kein auf eine Mehrschichtstruktur zurfickzufuhrendes ge- 
stuf tes Profil aufweist 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer LCD- Anordnung mit 
geringerer parasttarer Kapazitat 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer LCD- Anordnung, die frei 
ist von Problemen wie Elektronenf alien und geringer Haftung an der Grenzflache zwischen einer Isolier- oder 
Schutzschicht und einer Halbleiterschicht 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung einer LCD- Anordnung mit 
verbessertem OffnungsverhSItnis. 
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Urn diese und weitere Vorteile zu erreichen, umfaBt die erfindungsgemafie FIussigkristaHanzeigeanordnung, 
wie anhand von Ausfthrungsbeispielen ausfuhriich beschrieben wild, ein Substrat; einen auf dem Substrat 
angeordneten DQnnschichttransistor mit einer Gate-FIache, einer Source-Flache, einer Drain-FlSche, einer 
Halbleiterschicht und einer Gate-Isolierschicht; und eine fiber dem DQnnschichttransistor angeordnete Schutz- 
schicht, die ein Material aufweist, das aus fluoriertem Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertem s 
Paraxylol, PFCB (Perfluorcyclobutan) oder BCB (Benzocyciobuten) abgelehet ist 

Nach einem anderen Gesichtspunkt umfaBt die FlQssigkristaUanzeigeanordnung ein Substrat; und einen auf 
dem Substrat angeordneten Dunnschichttransistor mit einer Gate-FIache, einer Source-Flache, einer Drain-Fla- 
che, einer Halbleiterschicht und einer Gate-Isoiierschicht; wobei die Gate-Isolierschicht ein Material aufweist, 
das aus fluoriertem Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertem Paraxylol PFCB oder BCB abgelei- 10 
tetist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt weist das Verfahren zura Herstellen einer LCD- Anordnung, welche 
Schaltelemente mit Signalelektroden, Isolierschichten, Halbleiterschichten, dotierten Halbleiterschichten, Da- 
tenelektroden und Ausgangselektroden, mit den Datenelektroden verbundene Daten-Busleitungen, die Schalt- 
elemente schutzende Schutz schichten und mh den Ausgangselektroden verbundene Pixel-Elektroden umfaBt, is 
wobei afle diese Elemente auf einem Substrat angeordnet sind, den Schritt auf, daB die Isolierschicht oder die 
Schutzschicht oder beide mit einem organischen Material gebildet werden. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt das Verfahren zum Herstellen einer LCD- Anordnung die Schrit- 
te, daB ein erstes Metall auf einem Substrat aufgebracht wird und durch selektives Entfernen des ersten MetaHs 
eine Gate-Busleitung und eine Gate-Elektrode gebildet werden; daB eine Gate-Isolierschicht gebildet wird, 20 
indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Busleitung und die Gate-Elektrode bereits 
gebildet sind, ein organisches Material aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isolierschicht nacheinander eigenleit- 
fahiges Halbleitermaterial und dotiertes Halbleitermaterial aufgebracht werden und daB eine Halbleiterschicht 
und eine dotierte Halbleiterschicht gebildet werden, indem das eigenlehfahige Halbleitermaterial und das 
dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt werden; daB auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem 
die doderte Halbleiterschicht bereits gebildet ist, ein zweites Metall aufgebracht wird und daB durch selektives 
Entfernen der zweiten Metallschicht eine Source- Busleitung, eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode 
gebildet werden; daB eine Schutzschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf 
dem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein anorganisches Material aufgebracht wird; 
daB in einem Teil der Schutzschicht fiber der Drain-Elektrode ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf 30 
der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Schutzschicht mit anorganischem Material gebildet ist, ein 
transparentes leitfahiges Material aufgebracht wird und daB durch selektives Entfernen des transparenten 
leitfahigen Materials eine Pixel-EIektrode gebildet wird, die durch das Verbindungsloch elektrisch mit der 
Drain-Elektrode verbunden ist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt das Verfahren zum Herstellen einer LCD- Anordnung die Schrit- 35 
te, daB nacheinander ein erstes Metall und ein dotiertes Halbleitermaterial auf einem Substrat aufgebracht 
werden und darauf eine Source-Busieitung, eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode sowie eine dotierte 
Halbleiterschicht gebildet werden, indem das erste Metall und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt 
werden; daB auf dem Substrat, auf dem die dotierte Halbleiterschicht gebildet ist eigenleitfahiges Halbleiterma- 
terial aufgebracht wird und eine Halbleiterschicht gebildet wird, indem das eigenlehfahige Halbleitermaterial 40 
selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isolierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Halbleiterschicht gebildet ist, ein organisches Material aufgebracht wird; daB auf der 
Gate-Isolierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate-Elektrode sowie eine Gate-Busleitung 
gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutzschicht gebildet wird, indem auf 
der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Elektrode und die Gate-Busleitung gebildet sind, ein 45 
anorganisches Material aufgebracht wird; daB in einem Abschnitt der Gate-Isolierschicht und der Schutzschicht 
Qber der Drain-Elektrode ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf der Schutzschicht ein transparentes 
leitfahiges Material aufgebracht wird und eine Pixel- El ektrode gebildet wird, indem das transparente Ieitfahige 
Material selektiv entfernt wird, wobei die Pixel- Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain- 
Elektrode verbunden ist " 50 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt das Verfahren zum Herstellen einer LCD- Anordnung die Schrit- 
te, daB nacheinander ein eigenleitfahiges Halbleitermaterial und ein dotiertes Halbleitermaterial auf einem 
Substrat aufgebracht werden und eine Halbleiterschicht und eine dotierte Halbleiterschicht gebildet werden, 
indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt werden; daB 
auf dem Substrat, auf dem die dotierte Halbleiterschicht gebildet ist, ein erstes Metall aufgebracht wird und daB 55 
eine Source-Busieitung, eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode gebildet werden, indem das erste 
Metall selekdv entfernt wird; daB eine Gate-Isolierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein organisches Material 
aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isolierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate-Busleitung 
und eine Gate-Elektrode gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutz- eo 
schicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Elektrode gebildet ist 
ein anorganisches Material aufgebracht wird; daB in einem die Drain-Elektrode bedeckenden Teil der Gate-Iso- 
lierschicht und der Schutzschicht ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf der Schutzschicht ein transpa- 
rentes leitfahiges Material aufgebracht wird und eine Pixel-EIektrode gebildet wird, indem das transparente 
leitfahige Material selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-EIektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mh 65 
der Drain-Elektrode verbunden ist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt das Verfahren zum Herstellen einer LCD-Anordnung die Schrit- 
te, daB ein erstes Metall auf einem Substrat aufgebracht wird und eine Gate-Busleitung und eine Gate-Elektrode 
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gebildet werden, indem das erste Metall selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isoli erschicht gebildet wird, indem 
auf der gesamtea Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Busleitung und die Gate-Elektrode gebfldet sind, 
ein anorganisches Material aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isolierschicht nacheinander ein eigenleitfahiges 
Halbleitermaterial und ein dotiertes Halbleitermaterial aufgebracht werden und eine Halbleherschicht und eine 
5 dotierte Haibleiterschicht gebildet werden, indem das eigenleitf ahige Halbleitermaterial und das dotierte Halb- 
leitermaterial selektiv entfernt werden; daB auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die dotierte 
Haibleiterschicht gebildet ist ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Source-Busleitung, eine Source- 
Elektrode und eine Drain-Elektrode gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine 
Schutzschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Source-Elektrode 

io und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein organisches Material aufgebracht wird; daB in einem die Drain-Elek- 
trode bedeckenden Teil der Schutzschicht ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf dem Substrat auf dem 
die Schutzschicht gebildet ist ein transparentes leitfahiges Material aufgebracht wird und eine Pixel-Elektrode 
gebildet wird, indem das transparente ieitfahige Material selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-Elektrode durch 
das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain-Elektrode verbunden ist. 

is Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfafit das Verfahren zum Herstellen einer LCD-Anordnung die Schrit- 
te, daB auf einem Substrat nacheinander ein erstes Metall und ein dotiertes Halbleitermaterial aufgebracht 
werden und darauf eine Source-Busleitung, eine Source-Elektrode, eine Drain-Elektrode und eine dotierte 
Haibleiterschicht gebildet werden, indem das erste Metall und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt 
werden; daB auf dem Substrat, auf dem die dotierte Haibleiterschicht gebildet ist, ein eigenleitfahiges Halbleker- 

20 material aufgebracht wird und eine Haibleiterschicht gebildet wird, indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial 
selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isolierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Haibleiterschicht gebildet ist, ein anorganisches Material aufgebracht wird; daB auf der 
Gate-Isolierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate- Elektrode und eine Gate-Busleitung 
gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutzschicht gebfldet wird, indem auf 

25 der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Elektrode und die Gate-Busleitung gebildet sind, ein 
organisches Material aufgebracht wird; daB in der Gate-Isolierschicht und der Schutzschicht fiber der Drain- 
Elektrode ein Verbindungsloch gebfldet wird; und daB auf der Schutzschicht ein transparentes leitfahiges 
Material aufgebracht wird und eine Pixel-Elektrode gebildet wird, indem das transparente Ieitfahige Material 
selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain-Elektrode 

30 verbunden ist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfafit das Verfahren zum Herstellen einer LCD-Anordnung die Schrit- 
te, daB nacheinander ein eigenleitfahiges Halbleitermaterial und ein dotiertes Halbleitermaterial auf einem 
Substrat aufgebracht werden und eine Haibleiterschicht und eine dotierte Haibleiterschicht gebildet werden, 
indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt werden; daB 

35 auf dem Substrat auf dem die dotierte Haibleiterschicht gebildet ist ein erstes Metall aufgebracht wird und daB 
eine Source-Busleitung; eine Source-Elektrode und eine Drain-Elektrode gebildet werden, indem das erste 
Metall selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isolierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein anorganisches Material 
aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isolierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate-Busleitung 

40 und eine Gate-Elektrode gebfldet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutz- 
schicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Elektrode gebfldet ist 
ein organisches Material aufgebracht wird; daB in der Gate-Isolierschicht und der Schutzschicht fiber der 
Drain-Elektrode ein Verbindungsloch gebfldet wird; und daB auf der Schutzschicht ein transparentes leitfahiges 
Material aufgebracht wird und eine Pixel-Elektrode gebildet wird, indem das transparente Ieitfahige Material 

45 selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain-Elektrode 
verbunden ist. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfafit das Verfahren zum Herstellen einer LCD-Anordnung die Schrit- 
te, dafi ein erstes Metall auf einem Substrat aufgebracht wird und eine Gate-Busleitung und eine Gate-Elektrode 
gebildet werden, indem das erste Metall selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isolierschicht gebfldet wird, indem 

so auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-Busleitung und die Gate-Elektrode gebildet sind, 
ein organisches Material aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isolierschicht nacheinander ein eigenleitfahiges 
Halbleitermaterial und ein dotiertes Halbleitermaterial aufgebracht werden und eine Haibleiterschicht und eine 
dotierte Haibleiterschicht gebildet werden, indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial und das dotierte Halb- 
leitermaterial selektiv entfernt werden; dafi auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die dotierte 

55 Haibleiterschicht gebildet ist ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Source-Busleitung, eine Source- 
Elektrode und eine Drain-Elektrode gebfldet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; dafi eine 
Schutzschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Source-Elektrode 
und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein organisches Material aufgebracht wird; dafi in einem die Drain-Elek- 
trode bedeckenden Teil der Schutzschicht ein Verbindungsloch gebildet wird; und dafi auf der gesamten 

60 Oberflache des Substrats, auf dem die Schutzschicht gebildet ist ein transparentes leitfahiges Material aufge- 
bracht wird und eine Pixel-Elektrode gebfldet wird, indem das transparente Ieitfahige Material selektiv entfernt 
wird, wobei die Pixel-Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain-Elektrode verbunden ist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfafit das Verfahren zum Herstellen einer LCD-Anordnung die Schrit- 
te, dafi auf einem Substrat nacheinander ein erstes Metall und ein dotiertes Halbleitermaterial aufgebracht 

65 werden und darauf eine Source-Busleitung; eine Source-Elektrode, eine Drain-Elektrode und eine dotierte 
Haibleiterschicht gebildet werden, indem das erste Metall und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt 
werden; dafi auf dem Substrat auf dem die dotierte Haibleiterschicht gebildet ist eigenleitfahiges Halbleiterma- 
terial aufgebracht wird und eine Haibleiterschicht gebfldet wird, indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial 
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selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isoiierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Halbleiterschicht gebildet ist, ein organisches Material aufgebracht wird; daB auf der 
Gate-Isoiierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate-EIektrode und eine Gate-Busleitung 
gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutzschicht gebildet wird, indem auf 
der gesamten Oberflache des Substrats, auf dem die Gate-EIektrode und die Gate-Busleitung gebildet sind, ein 5 
organisches Material aufgebracht wird; daB in der Gate-Isoiierschicht und der Schutzschicht Qber der Drain- 
Elektrode ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf der Schutzschicht ein transparentes leitfahiges 
Material aufgebracht wird und eine Pixel- Elektrode gebildet wird, indem das transparente leitfahige Material 
selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit der Drain-Elektrode 
verbunden ist 10 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfafit das Verfahren zum Herstellen einer LCD- Anordnung die Schrit- 
te, daB nacheinander ein eigenleitfahiges Halbleitermaterial und ein dotiertes Halbleitermaterial auf einem 
Substrat aufgebracht werden und eine Halbleiterschicht und eine dotierte Halbleiterschicht gebildet werden, 
indem das eigenleitfahige Halbleitermaterial und das dotierte Halbleitermaterial selektiv entfernt werden; daB 
auf dem Substrat, auf dem die dotierte Halbleiterschicht gebildet ist; ein erstes Metall aufgebracht wird und daB 15 
eine Source-Busieitung, eine Source- Elektrode und eine Drain-Elektrode gebildet werden, indem das erste 
Metall selektiv entfernt wird; daB eine Gate-Isoiierschicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des 
Substrats, auf dem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode gebildet sind, ein organisches Material 
aufgebracht wird; daB auf der Gate-Isoiierschicht ein zweites Metall aufgebracht wird und eine Gate-Busleitung 
und eine Gate-EIektrode gebildet werden, indem das zweite Metall selektiv entfernt wird; daB eine Schutz- 20 
schicht gebildet wird, indem auf der gesamten Oberflache des Substrats; auf dem die Gate-EIektrode gebildet ist, 
era organisches Material aufgebracht wird; daB in der Isofierschicht und der Schutzschicht fiber der Drain-Elek- 
trode ein Verbindungsloch gebildet wird; und daB auf der gesamten Oberflache der Schutzschicht ein transpa- 
rentes leitfahiges Material aufgebracht wird und eine Pixel-Elektrode gebildet wird, indem das transparente 
leitfahige Material selektiv entfernt wird, wobei die Pixel-Elektrode durch das Verbindungsloch elektrisch mit 2s 
der Drain-Elektrode verbunden ist 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt die LCD- Anordnung ein Substrat; auf dem Substrat gebildete 
Signal-Buslehungen und Daten-Busleitungen, mit den Signal- und Daten-Busleitungen verbundene Schahele- 
mente, eine die Schaltelemente schutzende Schutzschicht aus Isoliermaterial, und von den Schaltelementen 
ansteuerbare Pixel-Ele ktrode n, wobei wenigstens ein Bestandteil der Schaltelemente und der Schutzschicht aus 30 
einem organischen Material best eh t 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt die LCD- Anordnung zur Anzeige von BOdinformation ein 
Substrat; Gate- Busleitungen zum Zufuhren von Gate-Signalen fur die Bildinformationsdaten; Gate-Elektroden, 
die von den Gate-Busleitungen abgezweigt sind; eine Gate-Isoiierschicht aus organischem Material, welche die 
Gate-Busleitungen und die Gate-Elektroden bedeckt; eine auf der Gate-Isoiierschicht gebildete Halbleiter- 35 
schicht; eine auf der Halbleiterschicht gebildete dotierte Halbleiterschicht; Source-Busleitungen zum Zufuhren 
von Bildinformationsdaten ; Source-EIektroden, die aus den Source-Busleitungen abgezweigt sind und mit der 
Halbleiterschicht verbunden sind; Drain- El ektroden, die den Source-EIektroden gegenuberliegen und mit der 
Halbleiterschicht verbunden sind; eine Schutzschicht, welche die vorstehend genannten, auf dem Substrat 
gebilde ten Elemente bedeckt; und Pixel-Elektroden, die mit den Drain- Elektroden elektrisch verbunden sind. 40 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt die LCD- Anordnung zur Anzeige von BUdinformation ein 
Substrat; Gate-Busleitungen zum Zufuhren von Gate-Signalen fur die Bildinformationsdaten; Gate-Elektroden, 
die von den Gate-Busleitungen abgezweigt sind; eine Gate-Isoiierschicht, welche die Gate-Busleitungen und die 
Gate-Elektroden bedeckt; eine auf der Gate-Isoiierschicht gebildete Halbleiterschicht; eine auf der Halbleiter- 
schicht gebildete dotierte Halbleiterschicht; Source-Busleitungen zum Zufuhren von Bildinformationsdaten; 45 
Source-EIektroden, die von den Source-Busleitungen abgezweigt und mit der Halbleiterschicht verbunden sind; 
Dnun-Elektroden, die den Source-EIektroden gegenuberliegen und mit der Halbleiterschicht verbunden sind; 
eine Schutzschicht aus organischem Material, welche die vorstehend genannten, auf dem Substrat gebfldeten 
Elemente bedeckt; Pixel-Elektroden, die mit den Drain-Elektroden elektrisch verbunden sind. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt die LCD- Anordnung zur Anzeige von Bildinformation ein 50 
Substrat; Gate-Busleitungen zum Zufuhren von Gate-Signalen fur die Bildinformationsdaten; Gate-Elektroden, 
die von den Gate-Busleitungen abgezweigt sind; eine Gate-Isoiierschicht aus organischem Material, welche die 
Gate-Busleitungen und die Gate-Elektroden bedeckt; eine auf der Gate-Isoiierschicht gebildete Halbleiter- 
schicht; eine auf der Halbleiterschicht gebildete dotierte Halbleiterschicht; Source-Busleitungen zum Zufuhren 
von Bildinformationsdaten; Source-EIektroden, die von den Source-Busleitungen abgezweigt und mit der Halo- 55 
leiterschicht verbunden sind; Drain-Elektroden, die den Source-EIektroden gegenuberliegen und mit der Halb- 
leiterschicht verbunden sind; eine Schutzschicht aus organischem Material, welche die vorstehend genannten 
Elemente bedeckt; und Pixel-Elektroden, die mit den Drain-Elektroden elektrisch verbunden sind. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt ein Transistorsubstrat fur eine Flfissigkristallanzeigeanordnung 
ein Substrat; einen auf dem Substrat angeordneten Transistor mit einer Gate-Flache, einer Source- Flache, einer 60 
Drain-Flache, einer Halbleiterschicht und einer Gate-Isoiierschicht; und einer Qber dem Transistor angeordne- 
ten Schutzschicht mit wenigstens einem Material aus folgender Gruppe: fluoriertes Folyimld, Teflon, Cytop, 
Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxyiol, PFCB und BCB. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt ein Transistorsubstrat fur eine HQsdgkristallanzeigeanordnung 
ein Substrat; und einen auf dem Substrat angeordneten Dimnschichttransistor mit einer Gate-Flache, einer 65 
Source-Flache, einer Drain- Flache, einer Halbleiterschicht und einer Gate-Isoiierschicht, wobei die Gate-Isoiier- 
schicht wenigstens ein Material aus folgender Gruppe aufweist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolya- 
rylether, fluoriertes Paraxyiol, PFCB und BCB. 
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Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaSt ein Verfahren zum Herstellen eines Dunnschichttransistors auf 
einem Substrat fQr eine Flussigkristallanzeigeanordnung die Schritte, daB auf dem Substrat ein Transistor mit 
einer Gate-Flache, einer Source-Flache, einer Drain-FIache, einer Halbleiterschicht und einer Gate-Isolier- 
schicht gebildet wird; und daB fiber dem Transistor eine Schutzschicht mit wenigstens einem Material aus 
5 folgender Gmppe gebildet wird: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, 
PFCB und BCB. 

Nach einem weiteren Gesichtspunkt umfaBt ein Verfahren zum Herstellen eines Dunnschichttransistors auf 
einem Substrat fur eine HOssigkristaUanzeigeanordnung die Schritte, daB auf dem Substrat ein Dunnschichttran- 
sistor mit einer Gate-Flache, einer Source-Flache, einer Drain-FIache, einer Halbleiterschicht und einer Gate- 
to Isolierschicht gebildet wird, wobei die Gate-Isolierschicht wenigstens ein Material aus folgender Gruppe auf- 
weist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, PFCB und BCB. 

Die beiliegenden Zeichnungen veranschaulichen bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung und dienen 
zusammen mit der Beschreibung zur Erlaut erung der Grundsatze der Erfindung. 

In den Zeichnungen zeigen 
15 Fig. 1 eine Draufsicht auf eine herkdmmliche Flussigkristallanzeigeanordnung; 

Fig. 2A bis 2F Schnitte eines umgedreht geschichteten Dunnschichttransistors fur eine herkdmmliche Flfissig- 
kristallanzeigeanordnung, entlang der in Fig. 1 eingetragenen Schnittlinie I-I; 

Fig. 3A bis 3D Schnitte eines geschichteten Dunnschichttransistors fur eine herkdmmliche Flussigkristallan- 
zeigeanordnung, entlang der in Fig. 1 eingetragenen Schnittlinie I-I; 
20 Fig. 4A bis 4D Schnitte eines Dunnschichttransistors koplanarer Bauart fur eine herkdmmliche Flussigkristall- 
anzeigeanordnung, entlang der in Fig. 1 eingetragenen Schnittlinie I-I; 

Fig. 5 A bis 5G Schnitte eines Dunnschichttransistors selbstausgerichteter Bauart fur eine herkdmmliche 
FlOssigkristallanzeigeanordnung, entlang der in Fig. 1 eingetragenen Schnittlinie I-I; 

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer Mehrschichtstruktur aus dunnen Schichten fur eine herkdmmliche 
25 Flussigkristallanzeigeanordnung; 

Fig. 7A und7B Kennlinien des D uonschichttransistors in einer FlOssigkristaUanzeigeanordnung rait organi- 

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer Mehrschichtstruktur aus dunnen Schichten fur eine Flussigkristallan- 
zeigeanordnung, fur die erfindungsgemafi ein organisches Material verwendet wird; 
30 Fig. 9 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemaBe FlOssigkristaUanzeigeanordnung; 

Fig: 1 OA bis 10G Schnitte einer FlOssigkristaUanzeigeanordnung mit einem umgedreht geschichteten Transi- 
stor nach einer erst en Ausfuhningsform der Erfindung, wobei die Schnitte jeweils entlang der in Fig; 9 eingetra- 
genen Linie II-II gezeigt sind; 
Fig. 11 A bis 1 IF Schnitte einer Hussigkristallanzeigeanordnung mit einem geschichteten Transistor nach 
35 einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, wobei die Schnitte jeweils entlang der in Fig. 9 eingetragenen 
Linie II-II gezeigt sind; 

Fig. 12A bis 12F Schnitte einer HusdgkristaUanzeigeanordnung mit einem koplanaren Transistor nach einer 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, wobei die Schnitte jeweils entlang der in Fig. 9 eingetragenen linie II-II 
gezeigt sind; 

40 Fig. 13A bis 13G Schnitte einer FlussigkristaUanzeigeanordnung mit einem selbst-ausgerichteten koplanaren 
Transistor nach einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung, wobei die Schnitte jeweils entlang der in Fig. 9 
eingetragenen Linie II-II gezeigt sind; 

Fig. 14A bis 14G Schnitte verschiedener Dunnschichttransistoren fQr eine FlOssigkristaUanzeigeanordnung 
nach einer fQnften Ausfuhrungsform der Erfindung; 
45 "Fig. 15 A bis 15E Schnitte verschiedener Dunnschichttransistoren fur eine FlOssigkristaUanzeigeanordnung, 
die nach einer sechsten Ausfunrungsform Erfindung eine anorganische Schicht zwischen der aus organischem 
Material bestehenden Schutzschicht und der Pixel-Elektrode aufweist; 

Fig. 16A bis 16G Schnitte verschiedener Dunnschichttransistoren fur eine Hussigkristaflanzeigeanordnung, 
die eine erste anorganische Schicht zwischen der aus organischem Material bestehenden Schutzschicht und der 
50 Pixel-Elektrode und eine zweite anorganische Schicht zwischen einer Halbleiterschicht und einer organischen 
Schicht nach einer sechsten Ausfuhrungsform der Erfindung aufweist; 

Fig. 17A bis 17D Schnitte des Aufbaus verschiedener Dunnschkhttransistoren nach einer siebten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung; 

Fig. 18A bis 18D Schnitte des Aufbaus verschiedener Dunnschichttransistoren nach einer siebten Ausfuh- 
55 rungsform der Erfindung, wobei zwischen einer Halbleiterschicht und einer Gate-Isolierschicht eine anorgani- 
sche Schicht gebildet ist; 

Fig. 19A bis 19F Schnitte des Aufbaus verschiedener Dunnschichttransistoren nach einer achten Ausfun- 
rungsform der Erfindung; 

Fig. 20A bis 20E Schnitte des Aufbaus verschiedener Dunnschichttransistoren nach einer achten Ausfuh- 
60 rungsform der Erfindung, wobei zwischen der Pixel-Elektrode und der Schutzschicht eine anorganische Schicht 
gebildet ist; und 

Fig. 21 A und 21 B Schnitte des Aufbaus verschiedener Dunnschichttransistoren, insbesondere von umgedreht 
geschichteter Bauart, nach einer achten Ausfuhrungsform der Erfindung. 

Vor Erdrterung der Einzelhehen der bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung werden einige Informa- 
65 tionenbetreffendorganischeStoffediskutiert 

Bei der Erfindung wird ein organisches Material mit sehr guten Glattungs- oder Nivellierungseigenschaften 
verwendet, da es die oben erwahnten Bedingungen erfOllt Neue Probleme kdnnten jedoch entstehen, wenn ein 
organisches Material in einer LCD-Anordnung als Isolierschicht und als Schutzschicht verwendet wird. Dabei 
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handelt es sicfa um folgende Probleme. 

Bet der Herstellung einer LCD-Anordnung, die einen Dunnschichttransistor als Schaltelement verwendet, ist 
die Technologie zur Herstellung eines Dunnschicfattnuasistors b esonders wichtig und korapliziert Insbesondere 
hangt die Leistung des Schaltelements von der Wahl der TFT-Materialien ab. Wenn ein neues TFT-Material 
ausprobiert wird, ist es schwierig, die sich ergebende Leistung vorherzusehen. Wenn, wie bei der vorliegenden 5 
Erfindung, ein organisches Material als Gate-Isolierschicht oder als Schutzschicht verwendet wird, kommt das 
organische Material mit einem Halbleitermaterial in Kontakt, in dem eine Kanalschkht des TFT gebildet wird. 
Dabei kann ein unerwartetes Problem auftreten. Herk6mmlich wurde zur Bildung einer Isolierscnicht oder einer 
Halbleiterschicht ein chemischer Dampfabscheidungsvorgang (CVD: chemical vapor deposition) verwendet 
Die chemische Reaktion in der CVD-Kammer zur Bildung von S1O2 als Gate-Isolierschicht lauft wie folgt ab: 10 

SiH4 + 2N 2 0 - Si02 + 2N 2 + 2H 2 . 

Und die chemische Reaktion in der CVD-Kammer zur Bildung von SUN* das hauptsachlich als Schutzschicht 
verwendet wird, lauft wie folgt ab: 15 

3S1H4 + 4NH3 = S13N4 + 12H2. 

Die chemische Reaktion zur Bildung von Silizium lauft schlieBlich wie folgt ab: 

SiH* = Si + 2H* 20 

Wenn die sffiziumhaltige Isolierscnicht oder Schutzschicht auf einer SfliHum-Halbleiterschicht gebildet wird, 
wird die Isolierscnicht bzw. Schutzschicht mittels eines ahnlichen CVD-Verfahrens gebildet; wie das zur Bildung 
der Halbleiterschicht Auf diese Weise werden an der Grenzflache zwischen der Schicht und der Silizium-Halb- 25 
leiterschicht chemische Bindungen erzeugt Ein organisches Material, das auf der Oberflache des Silizhim-Halb- 
leiters durch Schleuderbeschichtung aufgebracht wird, schafft an der Grenzflache keine chemischen Bindungen. 
Dies fuhrt zu f olgenden zwei Problemea 

Das erste Problem ist ein Abldsung der organischen Schicht von der Halbleiterschicht Das zwehe Problem ist 
das Auftreten yon Ladungsf alien; an der Grenzflache entstehen Fallen fur elektrische Ladungen und verursa- 30 
chen instabile TFT-Kennwerte. Im aDgemeinen ist es wOnschenswert, daS die Ladungstrager negativ geladene 
Elektronen sind und nicht positiv geladene Locher, da ein TFT fur eine LCD-Anordnung eine kurze Reaktions- 
zeit bendtigt Deshalb wird fur die Kanalschicht ein p-Halbleiter, oder ein eigenleitfahiger Cmtrinsischer) Halblei- 
ter, verwendet und als Dotierungsstoff fur die Source- Elektrode oder die Drain-Elektrode wird ein n + -Halblei- 
ter verwendet Wenn an die Gate-Hektrode eine positive Spannung angelegt wird, werden in der an die 35 
Gate-Isolierschicht angrenzenden Halbleiterschicht Elektronen induziert, und ein n-Kanal wird gebildet Dann 
kdnnen in der Source-EIektrode vorhandene Elektronen durch die Kanalschicht zur Drain-Elektrode wandern. 
Hierbei ist der Source-Drain-Strom durch die Gate-Spannung bestimmt Wenn fur die Gate-Isolierschicht 
andererseits ein organisches Material verwendet wird, gibt es auf der Oberflache der Halbleiterschicht Elektro- 
nenf alien infolge der freien Bindungsradikale zwischen dem organischen Material und dem Halbleitermaterial 40 
Dies hat zur Folge, daB in den Elektronenf alien Elektronen gefangen werden, wenn ein n-Kanal gebildet wird. 
Diese Elektronen verbleibe n selb st dann auf der Oberflache der Halbleiterschicht, wenn die angelegte Spannung 
abgeschaltet wird und der TFT sich im nicht-leitenden Zustand befmdet Wenn der TFT wieder eingeschaltet 
wird, wird er also aufgrund der ge fange nen Elektronen selbst bei einer relativ niedrigen angelegten Spannung 
leitend Die Einschaltkennlinie des TFT bewegt sich somit zur negativen Richtung der Gate-Spannung (Eg. 7A 45 
und 7B). Deshalb ist zur Besehigung solcher Probleme eine bestimmte Behandlung der Grenzflache zwischen 
dem organischen Material und der Halbleiterschicht notwencUg. 

Nachstehend wird naher auf die bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung eingegangen. Beispiele fur 
diese Ausfuhrungsformen sind in den beiliegenden Zeichnungen veranschaulicht 

Bei der Erfindung wird fur eine Gate-Isolierschicht und/oder eine Schutzschicht ein organisches Material 50 
gewahlt, das von BCB (Benzocyclobuten) abgeleitet ist BCB zeigt gegenuber Polyimid uberlegene Eigenschaf- 
ten, wie in Tabelie 1 gezeigt 
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TabeUel 

Vergleich zwiscfaen BCB und Polyimid hinsichtlich einiger Eigenschaften 



10 



Polyimid 
2,7 3,4-3,8 



10 1 * 10 



Wider stand (Qcm) 
is Was sergeha 1 1 (%) 0,25 1,7 

* 

200-250 350-400 



temperatur ( °C) 

20 

mit ITO 



25 

Fur eine LCD-Anordnung kann auch ein von PFCB abgeleitetes organisches Material verwendet werden, das 
uberlegene Eigenschaften besitzt, indem die Dielektrizitatskonstante 23 bis 2,4 und der Glattungsgrad (DOP: 
degree of planarization) mehr als 90% betragt Zur Herstellung einer LCD- Anordnung kann auch ein organi- 
sches Material wie fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyaryiether oder fluoriertes Paraxyiol, die alle 
30 eine Dielektrizitatskonstante von unter 3 aufweisen, verwendet werden. Tabelle 2 zeigt die Dielektrizitatskon- 
stanten dieser Materialien. 
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Tabeile 2 

Dielektrizitatskonstanten organischer Materialien, die fOr eine erfindungsgemSBe LCD-Anordnung verwendet 

werden 



Dielektr izi tats - 



Fluoriertes 
d-Polyimid 



2,7 



Ri 



CF* 
I 

C — Ri 

i 

CF3 



N 



Br 



CFs 



CFs 



•Ri 



10 



15 



Teflon 



2 f l - 1,9 



-f-CF2— CF2^ 



— CF— CF- 
/ \ 
o — c — 0 

/ \ 

CF3 — CFa 



Jn 



20 



2,1 



CFr 



CF CF— (CF2) 2 

(CFi)/ 



30 



2,7 



Ob 
I 



CH— Of — Si — 0 — 



i 

CHs 




35 



OR 




40 



45 



Fluorpoly- 



2,6 




50 



Fluoriertes 
d-Paraacylol 



2,4 




CF2 




CF2 




55 



Unter Bezugnahme auf die Fig. 10A bis 10G wird nachstebend die erste bevorzugte Ausfuhrangsform der 
vortiegenden Erfindung beschrieben. Auf einem transparenten Glassubstrat 111 wird ein erstes Metall* z. B. Cr, 
Ti, Al, H— Mo, Mo— Ta, aufgebracht (in einer Starke von 1000 bis 2000 A). Die Schicbt wird selektiv abgeatzt, 
urn eine (nicht dargestellte) Gate-Busleitung und eine Gate-Elektrode 113 zu bilden, wie aus Fig. 10A ersichtlich. 
Dann wird die gesamte Oberflache mtt einem organischen Material, z. B. fluoriertem Polyimid, Teflon, Cytop, 
Fluorpolyaryiether, fluoriertem Paraxylol, PFCB oder BOB, beschichtet, urn eine (ungefahr 4000 A dicke) 
Gate-Isolierschicht 157 zu bilden. 

Hierbei betragt die Dicke der organischen Schicht auf der Gate-Elektrode 1 13 ungefahr 2000 A, aber auf dem 
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Substrat ungefahr 4000 A, wie aus Fig. 10B ersichtlich. Infolgedessen hat die organische Schicht eine glatte 
Oberflache. Somit kdnnen durch dieses eifindungsgemaBe Verfahren der Beschichtung rait einem organischen 
Material Probleme wie Leitungsunterbrechung und/oder Kurzschlusse, wie sie beim Auftragen einer dunnen 
Schicht auf einer gestuften Rache auftreten, vermieden werden- AuBerdem bietet die organische Isolierschicht 
eine ausreichende Isolation, obwohl die Gate-Isolierschicht auf der Gate-Elektrode relathr dunn ist Dies iiegt 
daran, daB der spezifische Widerstand des organischen Materials hdher ist als der spezifische Widerstand der 
anorganischen Materialien, die herkdmmlich fur die Gate- Isolierschicht verwendet werden. Andererseits kann 
der TFT nicht wirksam arbeiten, wenn die Dielektrizitatskonstante der Gate- Isolierschicht so niedrig ist, daB der 
Feldeffekt des TFT nicht rich tig zustandekommt Die Verwendung der organis chen Schicht anstelle einer 
anorganischen Schicht auf einer Gate-Elektrode beeintrachtigt die Funktion eines TFT jedoch nicht Dies liegt 
daran, daB die Dicke der organischen Schicht auf dera TFT vermindert ist, urn den EinfluB der niedrigen 
Dielektrizitatskonstante der organischen Schicht auf den Feldeffekt auszugteichen. 

Als nachstes werden auf der Gate-Isolierschicht 157 ein amorphes Halble it ermat erial und ein dotiertes 
Halbleitennaterial aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Halbleiterschicht 119 und eine dotierte Halblei- 
terschicht 121 zu bilden (Fig. 10C). Dann wird ein zweites Metali, wie Or, Mo, Ti, eine Cr-Legierung oder eine 
Al-Legierung, auf der dotierten Halbleiterschicht 121 aufgebracht und selektiv abgeatzt, um eine Signal-Buslei- 
tung 125, eine Source-Elektrode 123 und eine Drain-Elektrode 127 zu bilden. Der zutage liegende Teil der 
dotierten Halbleiterschicht 121 zwischen der Source-Elektrode 123 und der Drain-Elektrode 127 wird dann 
entfernt (Fig. 10D), indem die bereits gebildeten Elektroden (123 und 127) als Masken genutzt werden. Hierbei 
ergeben die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode einen ohmschen Kontakt zur dotierten Halbleiterschicht 
121. AnschlieBend wird auf der gesamten Oberflache eine Schutzschicht 159 aufgebracht, wie aus Fig. 10E 
ersichtlich. Die Schutzschicht besteht aus einem organischen Material, wie z. B. fluoriertem Polyimid, Teflon, 
Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertem Paraxyiol, PFCB oder BOB. In der Schutzschicht uber der Drain-Elektro- 
de 127 wird ein Verbindungsloch gebildet Dann wird auf der gesamten Oberflache ITO aufgebracht und selektiv 
abgeatzt, um eine Pixel-Elektrode 131 zu bilden, die durch das Verbindungsloch mh der Drain-Elektrode 127 
verbunden ist, wie aus Fig. 1 OF ersichtlich. 

Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht einer Kreuzungsstelle zwischen einer Gate-Busleitung und einer 
Signal-Busleitung. Wenn die Gate-Isolierschicht 157 auf der Gate-Busleitung 115 aufgebracht ist und die Signal- 
Busleitung 125 auf der Gate-Isolierschicht 157 aufgebracht ist, spiegelt sich die durch die Gate-Busleitung 115 
bedingte ProfQstufe nicht auf der Oberflache der Gate-Isolierschicht 157 wider. Somit weist die auf der Schutz- 
schicht gebildete Pixel-Elektrode selbst dann keinen KurzschluB auf, wenn sie derart ausgebiidet ist, daB sie 
Signal-Busleitungen oder Gate-Busleitungen uberiappt Infolge der niedrigen Dielektrizitatskonstanten des 
organischen Materials erfordert das verfahren aufierdem keine Zwischenraume oder Spalte zwischen Pixel- 
Elektroden und Gate-Lehungen, Signalleitungen und Busleitungen. Folglich ist es, wie aus Fig. 9 ersichtlich, 
mSglich, eine breitere Pixel-Elektrode als bei einem herkommlicheri Verfahren zu bilden, Dies ergibt ein 
verbessertes Offnungsverhaltnis. Das Offnungsverhaltnis kann um einen Wert von bis zu 80% gesteigert 
werden. Deshalb kann ohne lichtabschirmende Schicht ein Kontrast hoher Gate erzielt werden. 

Bei der Herstellung der vorstehend beschriebenen LCD-Anordnung wird die dotierte Halbleiterschicht 
wahrend des Atzvorgangs, in dem die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode gebildet werden, entfernt. 
Wahrend des Abatzens der dotierten Halbleiterschicht kann es sein, daB auch die Halbleiterschicht unerwunsch- 
terweise abgeatzt wird. Eine Atzstopperschicht 135 aus einem anorganischen Material kann zwischen der 
Halbleiterschicht und der dotierten Halbleiterschicht in einem Bereich, der oberhalb der Gate-Elektrode liegt 
und diese uberiappt, gebildet werden, um einer solchen uberma&igen Atzun g vorzubeugen (Fig. 10G). Da die 
Atzstopperschicht 135 eine zusatzliche Stuf engestalt in den Aufbau des TFT einfuhrt, ist die oben beschriebene 
Anwendung eines organischen Materials zur Bildung der Schutzschicht in diesem Fall besonders vorteilhaft 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 11A bis 1 IF wird nachstehend die zweite bevorzugte AusfOhrungsform der 
vorHegenden Erfindung beschrieben. Ein Metali, z. B. Cr, Mo, Ti, eine Cr-Legierung oder eine Al-Legierung, wird 
auf ein transparentes Glassubstrat 111 aufgebracht, gefolgt von der Aufbringung eines dotierten amorphen 
Halbleitennate rials. Die beiden sich ergebenden Schichten werden mheinander selektiv abgeatzt, um darauf 
eine Signal-Busleitung 125, eine Source-Elektrode 123, eine Drain-Elektrode 127 und eine dotierte Halbleiter- 
schicht 121 zu bilden, wie aus Fig. 11 A ersichtlich. Dabei besitzt die dotierte Halbleiterschicht 121 einen 
ohmschen Kontakt zur Source-Elektrode und zur Drain-Elektrode. Dann wird ein Halbleitennaterial aufge- 
bracht und selektiv abgeatzt, um auf dem Glassubstrat 111 eine Halbleiterschicht 1 19 zu bilden, die sich zwischen 
der Source-Elektrode 123 und der Drain-Elektrode 127 erstreckt und diese beiden teilweise uberiappt Die 
zutage liegenden Teile der dotierten Halbleiterschicht 121, die nicht von der Halbleiterschicht 119 bedeckt sind, 
werden ebenfalls entfernt, wie aus Fig. 11B ersichtlich. Als nachstes wird auf der gesamten Oberflache ein 
organisches Material, z. B. fhioriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxyiol, PFCB 
oder BCB, aufgebracht, um eine Gate-Isolierschicht 157 zu bilden. Die Verwendung eines organischen Materials 
mit hoher Glattungsf ahigkeit fQhrt zu einer glatten Oberflache auf der Isolierschicht, wie aus Fig. 1 1C ersichtlich. 

Als nachstes wird auf der Gate-Isolierschicht 157 ein zweites Metali, z. R Cr, Ti, Ta, Al, Ti— Mo, Mo— Ta oder 
eine Al-Legierung, aufgebracht und selektiv abgeatzt, um eine (nicht dargestellte) Gate-Busleitung und eine 
Gate-mektrode 113 uber der Halbleiterschicht 119 zu bilden, wie aus Fig. 11D ersichtlich. Auf der gesamten 
Oberflache wird ein organisches Material, z. B. fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluorier- 
tes Paraxyiol, PFCB oder BCB, aufgebracht, um eine Schutzschicht 159 zu bilden, wie aus Fig. 1 IE ersichtlich. In 
der Schutzschicht und in der Isolierschicht wird uber der Drain-Elektrode 127 ein Verbmdungsloch gebildet 
Dann wird ITO aufgebracht und selektiv abgeatzt um eine Pixel-Elektrode 131 zu bilden, die durch das 
Verbindungsloch mit der Drain-Elektrode 127 in Verbindung stent, wie aus Fig. 1 IF ersichtlich. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 12A bis 12F wird nachstehend die dritte bevorzugte AusfOhrungsform der 
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Erfmdung beschrieben. Auf einem transparenten Glassubstrat 111 wird ein polykristalliner eigenleitfahiger 
Halbleiter auf gebracht, gefoigt von der Aufbringung eines dotierten Halbleitermaterials. Die beiden sich erge- 
benden Schichten werden miteinander selektiv abgeatzt, urn eine Halbleiterschicht 119 und eine dotierte 
Halbleiterschicht 121 zu bilden, wie aus Fig. 12A ersichtlich. AuBerdem wird ein erstes Metall, z. B. Cr, Mo, Ti 
oder Cr— Al, aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Signal-Busleitung 125, eine Source- Elektrode 123 und 5 
eine Drain- Elektrode 127 zu bilden, wobei die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode einander gegenuber- 
liegen und jeweils einen Randbereich der von der dotierten Halbleiterschicht 121 bedeckten Halbleiterschicht 
119 aberiappen. Dann wird der zwischen der Source-Elektrode und der Drain-Elektrode zutage liegende Teil 
der dotierten Halbleiterschicht 121 entfernt, wobei die Source-Elektrode und die Drain-Elektrode als Masken 
verwendet werden (Fig. 12B). Die dotierte Halbleiterschicht 121 hat einen ohmschen Kontakt zur Source- EIek- io 
trode und zur Drain-Elektrode. Als nachstes wird auf der gesamten Oberflache ein organisches Material, z. B. 
fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyaryiether, fluoriertes Paraxylol, PFCB oder BCB, aufgebracht, urn 
eine Gate-Isolierschicht 157 zu bilden, wie aus Fig. 12C ersichtlich. 

Auf der Gate-lsolierschicht 157 wird ein zweites Metal!, z. B. Or, Ti, Ta, M Ti— Mo oder Al— Ta, aufgebracht 
und selektiv abgeatzt, urn eine (nicht dargesteDte) Gate-Busleitung und eine Gate- Elektrode 113 uber der 15 
Halbleiterschicht 119 zu bilden, wie aus Fig. 12D ersichtlich. Hierbei kann die Gate-Isolierschicht 157 zur selben 
Form wie die Gate-EIektrode geatzt werden. Als nachstes wird auf der gesamten Oberflache ein organisches 
Material, z. B. fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyaryiether, fluoriertes Paraxylol PFCB oder BCB, 
aufgebracht, urn eine Schutzschicht 159 zu bilden, wie aus Fig. 12E ersichtlich. In der Schutzschicht 159 und der 
Gate-Isolierschicht 157 wird uber der Drain-Elektrode 127 ein Verbindungsloch gebildet Dann wird ITO 20 
aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Pixel-Elektrode 131 zu bilden, wie aus Fig. 12F ersichtlich. Die 
Pixel-Elektrode 131 ist durch das Verbindungsloch hindurch elektrisch mit der Drain-Elektrode 127 verbunden. 

Unter Bezugnahme auf die Fig. 13A bis 13G wird nachstehend die vierte bevorzugte AusfQhrungsform der 
vorliegenden Erfindung beschrieben. Auf einem transparenten Substrat 111 wird ein polykristallines Halbleiter- 
material aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Halbleiterschicht 119 zu bilden, wie aus Fig. 13A ersichtlich. 25 
Es gibt drei grundsatzliche Verfahren zur Bildung der polykristallinen Halbleiterschicht. Erstens kann polykri- 
stallines Silizium gebildet werden, indem amorphes Silizium aufgebracht und mit Laserlicht behandelt wird. 
Zweitens kann polykristallines Silizium gebildet werden, indem amorphes Silizium aufgebracht und thermisch 
behandelt wird. Drittens kann polykristallines Silizium unmittelbar aufgebracht werden. Als nachstes wird auf 
der gesamten Oberflache ein organisches Material, z. B. fluoriertes Poryimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyaryiether, 30 
fluoriertes Paraxylol PFCB oder BCB, aufgebracht, urn eine Gate-Isolierschicht 157 zu bilden. Dann wird auf der 
Isolierschicht ein erstes Metall z. B. Cr, Ti, Ta, Al, Ti— Mo, Mo— Ta oder eine Al-Legierung, aufgebracht und 
selektiv abgeatzt, urn eine (nicht dargestellte) Gate-Busleitung und eine Gate-EIektrode 113 zu bilden, wie in 
Fig. 13B gezeigt Die Gate-EIektrode wird derart gebildet, daB sie sich ungefahr in der Mitte der Halbleiter- 
schicht 119 befmdet Die beiden Randbereiche der Halbleiterschicht werden zu einer ersten dotierten Halblei- 35 
terschicht 121 ausgebildet, indem in die Halbleiterschicht 119 Veninreinigungs-Ionen impiantiert werden, wobei 
die Gate-EIektrode 113 als Maske verwendet wird (Dorierungskonzentration 10 14 bis 10 15 cm" 3 ) (Fig. 13C> 
Dann wird uber einem an die Gate-EIektrode 113 angrenzenden Teil der ersten dotierten Halbleiterschicht 121 
eine hchtundurchlassige Schicht aufgebracht Dann wird eine zweite dotierte Halbleiterschicht 121' gebildet, 
indem in den nicht von der lichtundurchiassigen Schicht bedeckten Teil der ersten dotierten Halbleiterschicht aq 
121 Veninreinigungs-Ionen impiantiert werden (Dotierungskonzentradon lO* 6 bis 10 18 cm" 3 ) Der von der 
lichtundurchiassigen Schicht bedeckte Teil ist der LDD-Abschnitt (LDD: lightly-doped drain) mit in niedrigerer 
Konzentration implantierten Verunreinigungs-Ionen (Fig. 13D). 

Alternativ kann der unter Bezugnahme auf Fig. 13C beschriebene Schritt ausgelassen werden. In diesem Fall 
wird, nachdem eine Hchtundurchlassige Schicht aufgebracht worden ist, urn einen an die Gate-EIektrode 113 45 
grenzenden Teil der Halbleiterschicht 119 zu bedecken, der nicht von der lichtundurchiassigen Schicht bedeckte 
Teil der Halbleiterschicht 119 zu einer dotierten Halbleiterschicht 121 ' ausgebildet, indem in inn Verunreini- 
gungs-Ionen impiantiert werden (Doderungskonzentration 10 16 bis 10 18 cm" 3 ). Hierbei wird der von der 
lichtundurchiassigen Schicht bedeckte Teil zu einem Versatzstuck. 

Als nachstes wird auf der gesamten Oberflache ein organisches Material, z. B. fluoriertes Poryimid, Teflon, 50 
Cytop, Fluorpolyaryiether, fluoriertes Paraxylol, PFCB oder BCB, aufgebracht, urn eine Schutzschicht 159 zu 
bilden, wie aus Fig. 13E ersichtlich. In der Schutzschicht 159 werden zu beiden Seiten der Gate-EIektrode 113 
uber der zweiten dotierten Halbleiterschicht 121' erste Yerbindungslocher gebildet Dann wird ein zweites 
Metall, z.B. Cr, Mo, II oder Cr— Al, aufgebracht und selektiv abgeatzt, urn eine Source-Elektrode 123, eine 
Drain-Elektrode 127 und eine Signal-Busleitung 125 zu bilden, wie aus Fig. 13F ersichtlich, wobei die Source- 55 
Elektrode 123 und die Drain-Elektrode 127 durch die zugeordneten ersten Verbindungsldcher mit der dotierten 
Halbleiterschicht 121' in Verbindung stehen. Auf der gesamten Oberflache wird ein organisches Material, z. B. 
fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyaryiether, fluoriertes Paraxylol, PFCB oder BCB, aufgebracht, um 
eine zweite Schutzschicht 133 zu bilden. ITO wird aufgebracht und selektiv abgeatzt, um eine Pixel-Elektrode 
131 zu bilden, wie aus Fig. 13G ersichtlich. Die Pixel-Elektrode 131 ist mit der Drain-Elektrode 127 durch ein in 60 
der zweiten Schutzschicht 133 gebildetes zweites Verbindungsloch elektrisch verbunden. 

Bei den oben beschriebenen AusfOhrungsformen 1 bis 4 stent eine organische Gate-Isolierschicht 157 und/ 
oder eine organische Schutzschicht 159 in Kontakt mit einer Halbleiterschicht 119. In diesem Fall kdnnen 
Probleme wie Abldsung und Ladungsf alle nb Qdung auftreten. Um dieses Problem zu Idsen, wird zwischen der 
Halbleiterschicht und der organischen Schicht eine anorganische Schicht, z. B. aus Siliziumoxid oder Silizhunni- 65 
trid, gebildet Die anorganischen Materialien werden z. B. mittels chemischer Dampfabscheidung aufgebracht. 
Die vorfiegende AusfQhrungsform ffihrt diese anorganische Schicht in die vier zuvor beschriebenen AusfOh- 
rungsformen ein. 
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Die Fig. 14A bis 14D zeigen den Fall der Herstelhtng eines umgedreht geschicfateten TFT. Nach Biidung einer 
Gate-Isolierschicht 157 aus organischem Material wird eine erste anorganische Schicht 177 gebildet, indera z. B. 
Siliziumoxid oder Siliziumnkrid aufgebracht wird, bevor eine Halbleiterschicht 119 aufgebracht wird. Dies 
beseitigt Probleme wie Abldsung und Ladungsfallenbildung, wie sie an der Grenzflache zwischen der organi- 
5 schen Gate-Isolierschicht 157 und der Halbleiterschicht 1 19 (siehe Fig. 14A) auftreten kdnnten. 

Alteraativ wird nach Biidung einer Source-Elektrode 123 und einer Drain-Elektrode 127 und vor Biidung einer 
organischen Schutzschicht 159 eine zweite anorganische Schicht 179 aufgebracht (Fig. 14B). In diesem Fall 
konnen Probleme wie Abldsung und Ladungsfallenbildung; die an der Grenzflache zwischen einer Halbleiter- 
schicht und einer organischen Schutzschicht auftreten kdnnten, vermieden werden. Auch in dem Fall, dafi sowohl 
io die Gate-Isolierschicht 157 als auch die Schutzschicht 159 durch organische Materialien gebildet werden, kann 
eine Ergebnisverbesserung erzielt werden, indem sowohl die erste anorganische Schicht 177 als auch die zweite 
anorganische Schicht 179 ausgebildet werden (Fig. 14CJ. 

Wenn in einem umgedreht geschichteten TFT eine Atzstopperschicht vorhanden ist, treten an der Grenzfla- 
che zwischen einer Halbleiterschicht 119 und einer organischen Schutzschicht 159 Probleme wie Elektronenf al- 
ls len nicht auf, da die Atzstopperschicht aus einem anorganischen Material gebildet 1st. Bei Verwendung eines 
Atzstoppers in Form der Atzstopperschicht 135 genugt es somit, die erste anorganische Schicht zwischen der 
Halbleiterschicht 1 19 und der Gate-Isolierschicht 157 zu bilden (Fig. 14D). 

Fig. 14E zeigt den Fall der Hersteflung eines geschichteten TFT. Nach Biidung einer Halbleiterschicht 1 19 auf 
einem Substrat 111 und vor Biidung einer organischen Isolierschicht 157 wird eine erste anorganische Schicht 
20 177 aufgebracht Dies beseitigt Probleme wie Abldsung und Elektronenfallenbildung, die an der Grenzflache 
zwischen der Gate-Isolierschicht 157 und der Ha lbleite rschicht 1 19 auftreten kdnnten. 

Fig. 14F zeigt den Fall der Herstellung eines TFT koplanarer Bauart. Nach Biidung einer Halbleiterschicht 
119, der Source-Elektrode 123 und der Drain-Elektrode 127 und vor Biidung einer organischen Gate-Isolier- 
schicht 157 wird eine erste anorganische Schicht 177 aufgebracht. Dies beseitigt Probleme wie Abldsung und 
25 Elektronenfallenbildung, die an der Grenzflache zwischen der Gate-Isolierschicht 157 und der Halbleiterschicht 
1 19 auftreten kdnnten. 

Fig. 14G zeigt den Fall der Herstellung eines TFT selbstausgerichteter Bauart. Nach Biidung einer Halbleiter- 
schicht 119, einer Gate-Isolierschicht 157 und einer Gate-Elektrode 113 wird eine erste anorganische Schicht 177 
aufgebracht In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Gate-I solierschicht 157 aus organischem Material zu 
30 bilden, da das infolge des Aufbaus des selbst-ausgerichteten TFT gestufte Profil von der Emebnungsfahigkeit des 
Gate-Isoliermaterials unabhangig ist. Wenn also fur die Gate-Isolierschicht 157 kein organisches Material 
verwendet wird, ist zwischen einer Gate-Isolierschicht 157 und einer Halbleiterschicht 119 keine anorganische 
Schicht erforderlich. In diesem Fall ist nur die erste anorganische Schicht 177 an der Grenzflache zwischen der 
organischen Schutzschicht 159 und der dotierten Halbleiterschicht 121 9 erforderlich. 
35 Bei einem Aufbau mit ITO auf passivierter Schicht (IOP: ITO on passivationX bei dem eine Pixel-Elektrode 131 
auf einer Schutzschicht 159 gebildet wird, kann eine zusatzHche anorganische Schicht 181 gebildet werden, urn 
die Haftung zwischen der Pixel-Elektrode 131 und der organischen Schutzschicht 159 zu verbessern. Die Fig. 15 
und 16 veranschaulichen solche Bauweisen mit einer dritten anorganischen Schicht 181 zwischen der Schutz- 
schicht und der Pixel-Elektrode 131 fur die verschiedenen Aufbauarten von Dunnschichttransistoren. Diese 
40 Bauweisen ergeben eine stabile Grenzflache zwischen der Pixel-Elektrode 131 und der Schutzschicht 159 (133 in 
Fig. 15E). Fig. 15 A zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 zwi- 
schen der Schutzschicht 159 und der Pixel-Elektr ode 13 1. 

Fig. 15B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit Atzstopperschicht 135 und mit der dritten anorgani- 
schen Schicht 181 zwischen der Schut zschic ht 159 und der Pixel-Elektrode 131. 
45 Fig. 15C zeigt einen geschichteten TFT mit der dritten organischen Schicht 181 zwischen der Schutzsc hicht 
159 und der Pixel-Elektrode 131. 

Fig. 15D zeigt einen geschichteten TFT mit der dritten organischen Schicht 181 zwischen der Schutzschicht 
159 und der Pixel-Elektrode 131. 

Fig. 15E zeigt einen selbst-ausgerichteten TFT mit der dritten organischen Schicht 181 zwischen der Schutz- 
50 schicht 133 und der Pixel-Elektrode 131 . 

Zusatzlich zeigt Fig. 16A einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 
zwischen der Schutzschicht 159 und der Pixel-Elektrode 131 und mit der ersten anorganischen Schicht 177 
zwischen der Gate-Isolierschicht 157 und der Halb leiter schicht 119. 

Fig. 16B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 und mit der 
55 zweiten anorganischen Schicht 179, die vor Biidun g eine r organischen Schutzschicht 159 aufgebracht wird. 

Fig. 16C zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 und mit der 
ersten anorganischen Schicht 177 und der zweiten anorg anischen Schicht 179. 

Fig. 16D zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 und mit der 
Atzstopperschicht 135 und der ersten anorganisch en Sc hicht 177. 
60 Fig. 16E zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 und mit der 
ersten anorganischen Schicht 177, die vor Biidung der organischen Isolierschicht 157 aufgebracht wird. 

Fig. 16F zeigt einen koplanaren TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 und mit ersten anorganischen 
Schicht 177, die vor Biidung der organischen Is oliersc hicht 157 aufgebracht wird. 

Fig. 16G zeigt einen selbst-ausgerichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181 zwischen der 
65 zweiten Schutzschicht 133 und der Pixel-Elektrode 131, wobei die erste anorganische Schicht 177 vor Biidung 
der organischen Schutzschicht 159 aufgebracht wird. 

Die Fig. 17A bis 17D zeigen die FSlle, in denen die Gate-Isolierschichten aus einem organischen Material und 
die Schutzschichten aus einem anorganischen Material bestehen. 
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Fig. 17A zeigt einen umgedreht geschichteten TFT, bei dem die Gate-Isofierschicht 157 ein organisches 
Material und die Schutzschicht 139 aus ein anorganisches Material aufweist 

Fig. 17B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit Atzstopperschicht 135, bei dem die Gate-Isolierschicht 
157 ein organisches Material und die Schutzschicht 139 ein anorganisches Material aufweist 

17C zeigt einen geschichteten TFT, bei dem die Gate-Isolierschicht 157 ein organisches Material und die 



die 



Schutzschicht 139 ein anorganische s Mat erial aufweist 

Fig. 17D zeigt einen koplanaren TFT, bei dem die Gate-Isofierschicht 157 ein organisches Material 
Schutzschicht 139 ein anorganisches Material aufweist 

Als ffinfte bevorzugte Ausfuhrungsform wird zusatzlich eine ein anorganisches Material aufweisende Zwi- 
schenschicht zwischen der Gate-Isolierschicht 157 und der Halbleiterschicht 119 gebildet 

Fig. ISA zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der ersten anorganischen Schicht 177, bei dem die 
Gate-Isolierschicht 157 ein organisches Material und d ie Schutzschicht 139 ein anorganisches Material aufweist 
Fig. 18B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der ersten anorganischen Schicht 177 und der Atzstop- 
perschicht 135, bei dem die Gate-Isofierschicht 157 ein organisches Material und die Schutzschicht 139 ein 

anorganisches Material aufweist 

Fig. 18C zeigt einen geschichteten TFT mit der ersten anorganischen Schicht 177, bei dem die Gate-Isolier- 
schicht 157 ein organisches Material und die Schutzschicht 139 ein anorganisches Material aufweist 

Fig. 18D zeigt einen koplanaren TFT mit der ersten anorganischen Schicht 177, bei dem die Gate-Isolier- 
schicht 157 aus ein organisches Material und die Schutzschicht 139 ein anorganisches Material aufweist 

Die Fig. 19A bis 21B zeigen die Falle, in denen die Schutzschichten 159 ein organisches Material und die 
Gate-Isolierschichten 157 ein anorganisches Mate rial a ufweist 

Fig. 19A zeigt einen umgedreht geschichteten TFT, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material 
und die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Mat erial aufweist 

Fig. 19B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der Atzstopperschicht 135, bei dem die Schutzschicht 
159 ein organisches Material und die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist 

Fig. 19C zeigt einen geschichteten TFT, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material und die 
Gate-Isolierschicht 157 ein anorganis ches Material aufweist 

Fig. 19D zeigt einen koplanaren TFT, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material und die 
Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist 
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Fig. 19E zeigt einen koplanaren TFT, bei dem die erste Schutzschicht 159 ein anorganisches Material und die 30 
zweite Schutzschicht 133 ein organisches Material aufweist, wobei es gleichgultig ist, ob die Gate-Isolierschicht 
157 ein anorganisches oder ein organisches Material aufweist, da sie den Nfveau-Unterschied nicht beeinfluBt 

Fig. 19F zeigt einen koplanaren TFT, bei dem die erste Schutzschicht 159 ein organisches Material und die 
zweite Schutzschicht 133 ein anorganisches Material aufweist, wobei es gleichgultig ist, ob die Gate-Isofier- 
schicht 157 ein anorganisches oder ein organisches Material aufweist, da sie den Nfveau-Unterschied nicht 35 
beeinfluBt 

Zusatzlich kann bei einem Aufbau mit ITO auf einer passivierten Schicht, bei dem erne Pixel-Elektrode 131 auf 
einer Schutzschicht 159 gebildet ist, eine dritte anorganische Schicht 181 gebildet werden, urn die Haftung 
zwischen der Pixel-Elektrode 131 und der organis chen Schutzschicht 159 zu verbessern. 

Fig. 20A zeigt einen umgedreht geschichteten TFT, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material 40 
und die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist, wobei die dritte anorganische Schicht 181 
zwischen der Pixel-Elektrode 131 und der organi schen Schutzschicht 159 angeordnet ist 

Fig. 20B zeigt einen umgedreht geschichteten ITT mit einer Atzstopperschicht 135 und der dritten anorgani- 
schen Schicht 181, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material und die Gate-Isofierschicht 157 ein 
anorganisches Material aufweist 45 

Fig. 20C zeigt einen geschichteten TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181, bei dem die Schutzschicht 
159 ein organisches Material und d ie Ga te-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist 

Fig. 20D zeigt einen koplanaren TFT mit der dritten anorganischen Schicht 181, bei dem die Schutzschicht 159 
ein organisches Material und die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist 

Fig. 20E zeigt einen selbst-ausgerichteten TFT, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material und so 
die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist; wobei die dritte anorganische Schicht 181 
zwischen der zweiten organischen Schutzschicht 133 und d er Pixel-Elektrode 131 angeordnet ist 

Insbesonder e im Fall des umgedreht geschichteten TFT kann die Halbleiterschicht 1 19 in Kontakt mit der ein 
organisches Material enthaltenden Schutzschicht 159 stehen. So kann die zweite anorganische Schicht 179 vor 
Bildung der organischen Schutzschicht 159 gebil det w erden. 55 

Fig; 21 A zeigt einen umgedreht geschichteten TFT ohne Atzstopperschicht, bei dem die Schutzschicht 159 ein 
organisches Material und die Gate-Isolierschicht 157 ein anorganisches Material aufweist, wobei die zweite 
anorganische Schicht 179 vor Bildung der organischen Schutzschicht 159 aufgebracht wird. 

Fig. 21 B zeigt einen umgedreht geschichteten TFT mit der zweiten anorganischen Schicht 179 und der dritten 
anorganischen Schicht 181, bei dem die Schutzschicht 159 ein organisches Material und die Gate-Isolierschicht 60 
157 ein anorganisches Material aufweist 

Bei der voriiegenden Erfindung wird als Isolierschicht und/oder Schutzschicht in einer LCD-Anordnung ein 
organisches Material verwendet Auf diese Weise wird eine LCD-Anordnung erzielt, deren Leistung besser als 
bei einer herkdmmlichen LCD-Anordnung ist, bei der als Isolierschicht und/oder Schutzschicht Silizhimoxid 
oder Siliziumnitrid verwendet wird. 65 

Die verbesserten Isolierungseigenschaften werden erzielt, indem zur Herstellung der Gate-Isolierschicht ein 
organisches Material, z. B. fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, P FCB 
oder BCB, eingesetzt wird. Ferner wird auf einer Oberfl&che, die aufgrund der Mehrschichtstruktur des TFT 



15 



DE 197 12 233 Al 



gestuft ist eine glattere Oberflache einer Schutzschicht erzielt, indera ein organisches Materia], z. B. fluoriertes 
Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, PFCB oder BCB, verwendet wild. Auch wird 
es mdglich, eine breitere Pixel- Elektrode als bei herkdmmlichen Herstellungsverfahren zu bilden und somit das 
Offhungsverhaltnis zu erhdhen. AuBerdem wild eine Ausrichtungsschicht, die eine Anfangsausrichtung des 
5 Flussigkris tails festiegt, glatter und erlaubt dadurch ein gleichmaBiges Reiben der Ausrichtungsschicht. Dement- 
sprechend kann durch die vorliegende Erfindung eine LCD-Anordnung mit im Vergleich zu herkdmmlichen 
LCD-Anordnungen Oberlegener Leistung hergestellt werden. 

Patentanspruche 

10 

1. Transistoranordnung fur eine Hussigkristallanzeigeanordnung mit: 
einem Substrat (1 1 1); 

einem auf dem Substrat (111) gebildeten Transistor mit einer Gate-Flache, einer Source-Flache, einer 
Drain-Flache, einer Halbleiterschicht (1 19) und einer Gate-Isolierschicht (157); und 
15 einer Qber dem Transistor angeordneten Schutzschicht (159), die wenigstens ein Material aus folgender 
Gruppe aufweist: 

fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, PFCB und BCB. 

2. Transistoranordnung fur eine Flus sigkristallanzeigeanordnung mit: 
einem Substrat (1 1 1); und 

20 einem auf dem Substrat (111) gebildeten Transistor mit einer Gate-Flache, einer Source-Flache, einer 

Drain-Flache, einer Halbleiterschicht (119) und einer Gate-Isolierschicht (157), die wenigstens ein Material 
aus folgender Gruppe aufweist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Parax- 
ylol, PFCB und BCB. 

3. Transistoranordnung nach Anspruch 2, mit: 

25 einer Gate-Busleitung (1 15), die mit der Gate-Flache des Transistors verbunden ist; 

einer Signal- Busleitung (125), die entweder mit der Source-Flache oder der Drain-Flache des Transistors 
verbunden ist; und 

einer Pixel-Elektrode (131), die mit der Drain-Flache bzw. der Source-Flache des Transistors verbunden ist 
und zumindest einen Teii der Gate-Busleitung (115) oder der Signal-Busleitung ( 1 25) Gberlappt 
30 4. Transistoranordnung fur eine Flussigkristallanzeigeanordnung mit: 

einem Substrat (1 1 1); 

einem auf dem Substrat (111) gebildeten Transistor mit einer Gate-Flache, einer Source-Flache, einer 
Drain-Flache, einer Halbleiterschicht (119) und einer Gate-Isolierschicht (157), die wenigstens ein Material 
aus folgender Gruppe aufweist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Parax- 
35 ylol, PFCB und BCB; und 

einer Qber dem Transistor angeordneten Schutzschicht (159), die wenigstens ein Material aus folgender 
Gruppe aufweist: 

fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, PFCB und BCB. 

5. Transistoranordnung nach Anspruch 1 oder 4, mit: 

40 einer Gate-Busleitung (1 15), die mit der Gate-Flache des Transistors verbunden ist; 

einer Signal-Busleitung (125), die entweder mit der Source-Flache oder der Drain-Flache des Transistors 
verbunden ist; und 

einer Qber der Schutzschicht (159) angeordneten Pixel-Elektrode (131), die mit der Drain-Flache bzw. der 
Source-Flache des Transistors verbunden ist, wo bei die Gate-Busleitung (115) und/oder die Signal- Buslei- 
45 tung (125) unter der Schutzschicht (159) angeordnet ist und die Pixel-Elektrode (131) zumindest einen Teii 

der unter der Schutzschicht (159) angeordneten Gate-Busleitung (115) oder der unter der Schutzschicht 
(159) angeordneten Signal-Busleitung (125) Uberlappt 

6. Transistoranordnung nach Anspruch 1 oder 5, mit einer anorganischen Zwischenschicht zwischen der 
Schutzschicht (159) und dem Transistor. 

50 7. Transistoranordnung nach Anspruch 2 oder 3> mit einer anorganischen Zwischenschicht zwischen der 

Gate-Isolierschicht (157) und der Halbleiterechicht (1 19). 

& Transistoranordnung nach Anspruch 5, mit einer Zwischenschicht zwischen der Schutzschicht (159) und 
der Pixel-Elektrode (131). 

9. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung fur eine Flussigkristallanzeigeanordnung, mit fol- 

55 genden Schritten: 

auf einem Substrat (111) wird ein Transistor gebildet, der eine Gate-Flache, eine Source-Flache, eine 
Drain-Flache, eine Halbleiterschicht (1 19) und eine Gate-Isolierschicht (157) aufweist; und 
fiber dem Transistor wird eine Schutzschicht (159) gebildet, die wenigstens ein Material aus folgender 
Gruppe aufweist: 

60 fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxylol, PFCB und BCB. 

10. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung fur eine Flussigkristallanzeigeanordnung, mit 
folgenden Schritten: 

auf einem Substrat (111) wird ein Transistor gebildet, der eine Gate-Flache, eine Source-Flache, eine 
Drain-Flache, eine Halbleiterschicht (119) und eine Gate-Isolierschicht (157) aufweist, die wenigstens ein 
65 Material aus folgender Gruppe aufweist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes 
Paraxylol, PFCB und BCB. 

11. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung fur eine HQssigkristallanzeigeanordnung, nach 
Anspruch 10, mit folgenden Schritten: 
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Bildung einer Gate-Busleitung (1 15), die mit der Gate-Flache des Transistors verbunden 1st; 

Bildung einer Signal-Busleitung (125), die entweder mit der Source-FIache oder der Drain-Flache des 

Transistors verbunden ist; und 

Bildung einer Pixel-Elektrode (131), die mit der Drain-Flache bzw. der Source-FIache des Transistors 
verbunden ist und zumindest einen Teil der Gate-Busleitung (115) oder der Signal-Busleitung (125) uber- 5 
lappt 

12. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung fur eine FlGssigkristallanzeigeanordnung, mit 
folgenden Scnritten: 

auf einem Substrat (111) wird ein Transistor gebildet, der eine Gate-Flache, eine Source-FIache, eine 
Drain-Flache, eine Halbleiterschicht (119) und eine Gate-Isolierschicht (157) aufweist, die wenigstens ein to 
Material aus folgender Gruppe aufweist: fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes 
Paraxyiol, PFCB und BOB; und 

uber dem Transistor wird eine Schutzschicht (159) gebildet, die wenigstens ein Material aus folgender 
Gruppe aufweist: 

fluoriertes Polyimid, Teflon, Cytop, Fluorpolyarylether, fluoriertes Paraxyiol, PFCB und BCB. is 

13. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung fur eine Flussigkristallanzeigeanordnung, nach 
Anspruch 9 oder 12, mit folgenden Scnritten: 

Bildung einer Gate-Busleitung (1 15), die mit der Gate-Flache des Transistors verbunden ist; 
Bildung einer Signal-Busleitung (125), die entweder mit der Source-FIache oder der Drain-Flache des 
Transistors verbunden ist; 20 
Bildung einer Qber der Schutzschicht (159) angeordneten Pixel-Elektrode (131), die mit der Drain-Flache 
bzw. der Source-FIache des Transistors verbunden ist, 

wobei die Gate-Busleitung (115) und/oder die Signal-Busleitung (125) unter der Schutzschicht (159) ange- 
ordnet werden; und 

die Pixel-Elektrode (131) so ausgebildet wird, daB sie zumindest einen Teil der unter der Schutzschicht (159) 25 
angeordneten Gate-Busleitung (115) oder der unter der Schutzschicht (159) angeordneten Signal-Buslei- 
tung (125) uberlappt 

14- Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung, nach Anspruch 9 oder 12, mit dem Schritt, daB 
zwischen der Schutzschicht (159) und dem Transistor eine anorganische Zwischenschicht gebildet wird 

15. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung, nach Anspruch 12 oder 13, mit dem Schritt, daB 30 
zwischen der Gate-Isolierschicht (157) und der Halbleiterschicht (119) eine anorganische Zwischenschicht 
gebildet wird. 

16. Verfahren zum Herstellen einer Transistoranordnung, nach Anspruch 13, mit dem Schritt, daB zwischen 
der Schutzschicht (159) und der Pixel-Elektrode (131) eine anorganische Zwischenschicht gebildet wird 

35 
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